
第一图书网, tushu007.com
<<IV族、III-V和II-VI族半导体>>

图书基本信息

书名：<<IV族、III-V和II-VI族半导体材料的特性>>

13位ISBN编号：9787030250957

10位ISBN编号：7030250958

出版时间：2009-7

出版时间：科学出版社

作者：Sadao Adachi

页数：356

译者：季振国

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：http://www.tushu007.com

Page 1



第一图书网, tushu007.com
<<IV族、III-V和II-VI族半导体>>

前言

　　长久以来，硅材料在电子器件和集成电路中占据着主导地位。
然而，随着电子、光电子和光子器件的迅速发展，越来越多的器件需要可实现新功能的新材料。
但是，与已经非常成熟的硅材料科学技术相比，人们对这些材料的研究相对较少，尚缺乏系统、完整
的实验数据。
《IV族、III-V族和II-VI族半导体材料的特性》一书正是为了满足上述需求而撰写的。
该书不但详细地介绍了这些材料相关的科学问题，同时也尽可能多地列出了这些新材料的各种参数和
物理化学特性，既适合作为研究生学习的教材，也可以作为研究人员和工程技术人员的参考手册。
　　本书翻译由季振国总负责，毛启楠、马国进、孙淑强、贺海晏、曹虹、杨永德等参加了翻译工作
，季振国和毛启楠对全文进行了校对和润色。
由于翻译小组学术水平和翻译水平有限，加上原著涉及许多新材料和新概念，翻译过程中难免存在疏
漏之处，敬请各位读者谅解。
另外，本书的翻译工作得到了杭州电子科技大学学术专著基金的资助，特此表示感谢。
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内容概要

以硅为基础的微电子技术在信息技术中仍占据着重要的地位，但是III-V族化合物和IV-V族化合物半导
体材料因具有高的载流子迁移率和大的禁带宽度而在发光器件、高速器件、高温器件、高频器件、大
功率器件等方面得到越来越广泛的应用。
可以预见，光电集成或光子器件所用的材料将大量采用III-V族化合物和IV-V族化合物半导体材料。
然而目前除了IV族的si材料外，其他半导体材料的数据资料比较零乱，缺少一本把这些材料的特性参
数汇集到一起的专著。
    本书对常见半导体材料的晶体结构、热学特性、机械特性、晶格动力学特性、电子能带结构、光学
特性、载流子输运特性、压电特性以及电光效应等特性进行了比较全面的描述，并提供了大量的图表
以及具体数据。
    本书可以在作为相关领域材料和器件工程师的参考资料，也可以作为从事半导体材料、半导体器件
与物理、半导体材料生长等相关领域教学和研究工作的教师和学生参考。
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作者简介

Sadao Adachi
　　日本郡马大学电子工程系几乎所有具有实际应用价值的半导体材料都是IV族、III-V族和Il-Vl族材
料，这些半导体材料的技术应用范围非常广泛。
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章节摘录

　　9 电子亲和势和肖特基势垒高度　　9.1电子亲和势9.1.1概述　　我们把使一个电子从导带底部对
应的能级移动到没有镜像力作用影响的材料外部的真空能级时所做的功定义为半导体中的电子亲和势
хe从电子亲和势的定义不难看出要同时考虑体效应和界面效应，因此хe是一个很复杂的问题。
　　对大多数半导体而言，在导带底部的电子是通过一个大约几伏特的势垒束缚在材料中。
这个势垒就是电子亲和势而且被定义为正的电子亲和势。
如果хe变成负的，也就是说，真空能级位于导带边缘以下，任何存在于导带中的电子都有足够的能
量离开晶体。
这意味着在导带边缘的一个电子将不会遇到界面势垒而且可自由发射到真空中。
这种无势垒的电子发射在冷阴极器件的应用中具有潜在价值，比如用于场发射器件和平板显示器。
　　负的电子亲和势的结果在氢钝化的金刚石表面得到了验证[1,2]。
更近期的发现，一些Ⅲ-Ⅴ族氮化物也显示存在负的电子亲和势[3]。
广义说，这个不同寻常的特性可以与金刚石型、闪锌矿或纤锌矿结构中具有类似的键合有关。
所有这些结构都存在四配位的sp3键。
由于电子状态类似，那么随着禁带宽度的增加，很自然的认为导带边缘会移动至更靠近真空能级[4]。
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编辑推荐

　　《4族、3-5和2-6族半导体材料的特性》有两个目的　　·讨论Ⅳ族、Ⅲ-Ⅴ族和Ⅱ-Ⅵ族半导体材
料关键的特性　　·从固体物理的观点使得这些特性系统化　　《4族、3-5和2-6族半导体材料的特性
》大部分内容主要用于描述这些半导体材料晶格的结构、热学、机械、品格动力学、电子能带结构、
光学和载流子输运等特性。
另外，《4族、3-5和2-6族半导体材料的特性》也讨论了某些集体行为产生的效应如压电效应、光弹效
应和电光效应。
　　《4族、3-5和2-6族半导体材料的特性》包含了大量可方便使用的表格，这些表格整合了各种半导
体材料的特性以及各种半导体材料重要特性的定义。
《4族、3-5和2-6族半导体材料的特性》也包含了大量的图片以便数据更加量化，更加清楚明了。
　　《4族、3-5和2-6族半导体材料的特性》目标读者不仅仅是半导体器件工程师，也包括物理学家和
物理化学家，特别是在半导体材料的合成、晶体生长、半导体器件物理和技术等相关领域学习的学生
。
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